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Fig.2 Temperature dependences of the 
Seebeck coefficient for silicide materials. 

Fig.1 a) Schematic picture and b) a photo 
of the Seebeck effect measurement 
system. 
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別紙様式２－２ 

超低消費電力トランジスタ用二硫化モリブデン半導体の TEM 解析 

TEM of Molybdenum disulfide for ultra-low power transistor

若林整 東京工業大学 工学院 教授

五十嵐信行・名古屋大学・未来材料・システム研・教授

１．研究目的 

は 用チャネル材料として開発が進められている。その物性は、結晶構造に依

存するため、物性制御のための結晶構造と膜形成条件との相関の解明が必要とされている。

２．研究内容と成果 

スパッタ法でSiO2基板上に堆積したMoS2薄

膜の TEM 断面観察を行った。スパッタ時基板温

度 200C, 300C, 400C のサンプルを準備した。試

料加工には FIB を用い、高分解能観察を行うた

め、先端に近い部分ほど試料厚さを薄く加工した

(左図)。
薄膜の 観察例を図 に示す。

いずれも、基板表面に平行な、層状の構造が観察される。層間の間隔は であり、

面間隔と一致する。成膜時基板温度が高いサンプルほど、格子像が一様に観

察される領域が広いことが観察される。図 は 像のフーリエ変換強度分布であ

る。基板温度が高いサンプルほど高次のスポットが明瞭に現れており、基板温度が高い

ほど結晶の周期性が高いことを示している。この結果は、 観察像の特徴と矛盾し

ない結果である。
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【研究成果の公表状況】 

＜原著論文＞

・ 該当なし。

＜国際・国内会議＞

・

＜産業財産権＞

・該当なし。

（注）別紙様式２－１はＡ４サイズ１頁に、別紙様式２－２は図表等を含めてＡ４サイズ

２頁になるようにしてください。
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Structure control of nano-carbon materials and application for electrical devices
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(a) Oblique-view and (b) side-view SEM images of the CNT forests on Au electrodes. 
CV results of (c) Au-IDE (reference) and (d) CNTF-IDE with the K4[Fe(CN)6] (100 μM) in 
KCl (100 mM) at the scan rate of 10 mV/s.
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Non-Destructive Observation of Spatially Distributed Strain in GaN through Ultra-High 
Sensitive Nuclear-Spin Measurements
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Characterization of Crystal Perfection by Optical Methods
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